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Мощные лазерные излучатели спектрального диапазона 780-810 нм широко востребованы во многих важнейших применениях, среди которых особо стоит выделить накачку активных сред твердотельных лазеров. Данная задача требует создания приборов с высокой выходной мощностью и длительным сроком службы, что проводит к необходимости дальнейшего совершенствования конструкции и технологии получения полупроводниковых гетероструктур.

В настоящей работе с целью достижения повышенных параметров приборов были проведены исследования излучательных характеристик квантоворазмерных структур и получены результаты качественного и количественного сравнения различных конструкций активных областей лазерных гетероструктур. Объектами исследования являлись не только классические ненапряженные квантовые ямы GaAs и AlGaAs, но и квантовые ямы с напряжениями растяжения (GaAsP) и напряжениями сжатия (InGaAsP). В качестве материалов барьерных слоев использовались согласованные с подложкой твердые растворы AlGaAs и GaInP.
Изготовление вышеуказанных гетероструктур осуществлялось в условиях метода МОС-гидридной эпитаксии в горизонтальном кварцевом реакторе на подложках арсенида галлия. В качестве источника V-группы использовались AsH3 и PH3, а в качестве источника III-группы использовались ТМА и ТЭГ. В качестве газа носителя использовался очищенный водород.
Оптимизация режимов получения, в частности, температуры роста, скорости роста и отношения V/III, позволила заметно увеличить интенсивность фотолюминесценции и уменьшить полуширину спектра для всех исследованных конструкций гетероструктур. Представлены результаты сравнения, описаны достоинства и недостатки каждой из структур.
Основываясь на достигнутых результатах, из полученных гетероструктур были изготовлены лазерные излучатели (диоды и линейки) спектрального диапазона 780-810 нм непрерывного и квазинепрерывного режима работы. Измерены, проанализированы и обсуждены электрические, мощностные и спектральные характеристики приборов.

